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1. 緒言 結晶シリコン太陽電池の発電量向上においては光誘起劣化(Light-induced degradation, 

LID)の抑制が課題である．ボロン(B)ドープ基板の LID はボロン－酸素(B-O)複合体が原因と考え

られ，Gaドープ基板による LID の低減が報告されているが 1)，LIDのメカニズム解明には至って

いない．今回我々は B ドープシリコン基板と Ga ドープシリコン基板を用いた PERC セルへ紫外

線を照射したときの LID挙動を調査し，劣化メカニズムを考察したので報告する． 

2. 実験方法 Bドープ基板とGaドープ基板それぞれの PERCセルにダークアニール処理（なし，

200℃ 30分，300℃ 30分）を施した後，紫外光（波長 320~440 nm，5 Sun，60℃）を照射し，I-V

特性の変化を観測した．各種セルのフォトルミネッセンス(PL)観察と量子効率測定を行い，紫外

光照射にともなうセルの内部構造の変化を調査した． 

3. 結果と考察 Fig. 1は，Bドープ基板 PERCセル(B-PERC)とGaドープ基板 PERCセル(Ga-PERC)

の紫外光照射にともなう開放電圧の低下を示す．B-PERC, Ga-PERCともダークアニールと紫外光

照射時間のぞれぞれの条件に対して異なるセルを用いたため，各セルの紫外光照射前後の開放電

圧の差をVoc とした．今回紫外線という浅い侵入長の光照射においても Ga-PERC に比べて

B-PERC の劣化が大きく進行することが分かった．LIDの進行に対してダークアニールは影響して

いない（●■◆，〇□◇それぞれの条件

に差は見られない）．PL 観察と内部量子

効率測定から B-PERC の劣化はバルク中

で生じており，紫外光照射によって誘起

されたキャリアがバルク中に再結合中心

を生成したものと考えている．当日の講

演では Ga-PERC, B-PERC それぞれにつ

いて拡散層，バルク，裏面（パッシベー

ション，BSF）に対する紫外光照射の影

響を報告する．1) N. E. Grant et al., Sol. 

Energy Mater. Sol. Cells (2020) 110299.        Fig. 1. Voc versus light soaking time at ultra-violet light.  
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